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背景 

近年、酸化物薄膜作製手法として多くの関心を集める手法の一つに大気圧下で多種多様な機

能性薄膜を作製可能な「ミスト CVD 法」がある[1]. これは原料となる元素を含むミストを基板

上で熱分解することで機能薄膜を形成する手法である. また, 大気圧下での成膜のため, 本研究

で用いた酸化亜鉛(ZnO)薄膜などの酸化物半導体作製に適している. ZnO薄膜は室温でバンドギャ

ップ 3.37ev 程度の安価な酸化物半導体であり, 透明電極として太陽電池やディスプレイなどへの

応用が期待されている. また, ZnO の結晶構造は六方晶ウルツ鉱構造であり, c軸配向しやすい物

質である. したがって, ZnO 薄膜の単結晶化実現においては,成膜条件の選定や ZnO薄膜への後処

理による特性操作による c軸配向の改善が必要不可欠である. 本発表では, ミスト CVD法を用い

て作製した ZnO薄膜に対して熱処理を行った際の特性変化について報告する. 

実験方法 

まず, ZnO薄膜の作製に際し, 本研究室の先行研究[2]を参考に, 石英基板上に c 軸配向しやすい

成膜条件を選出した. Zn(acac)2を出発原料として, メタノールとEDA, H2O(90:3:7)の混合溶媒に溶

解して原料溶液とした. 出発原料の仕込み濃度を 20 mmol/Lに固定し, 成膜温度を変化させた. ま

た作製したサンプルのうち, 最も c 軸配向していると考えられる ZnO 薄膜に対して様々な温度下

で XRD 測定を行い, 測定後の薄膜の特性変化について調査した.  

結果と考察 

 Fig.1 に作製した成膜温度 150℃から 450℃にかけての ZnO 薄膜の XRD 測定結果を示す.グラフ

の(002)面ピークより, c 面配向が最も顕著であったのは 200~250℃の温度帯であった. これに対し

て, 300℃以降から急激に(002)ピーク強度が減少し,(101), (102), (103), (201)面のピークが確認され

た. このことから 250℃~300℃帯において多結晶化していると推察される, したがって, より確実

に c面配向すると考えられる 200℃成膜の ZnO 薄膜に対し, 200℃~800℃の大気雰囲気下で熱処理

を行った.  Fig.2に XRD測定結果を示す. Fig.2より熱処理温度の増加に伴い(002)面ピーク強度が

増加していることが確認された. このことから, 熱処理による c面配向改善が期待される. 発表当

日はより詳細な温度条件下での ZnO薄膜の測定結果, 異なる熱処理温度や使用する ZnO薄膜の変

更による特性変化, 熱処理前後の AFM像などの結果とこれらを交えた考察について報告を行う. 
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Fig. 1 XRD measurements at ZnO deposition 

temperatures from 150 °C to 450 °C. 
Fig. 2 XRD measurements of 200°C deposited  

ZnO thin film in 200°C to 800°C environments 
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